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(57) Abstract: A method for producing a semiconductor
circuit with several interconnected active and/or passive el-
ements on a substrate having at least one p area and one n
area, characterized by the following steps: a) at least one
p conducting layered area or an n conducting layered area
is produced and another area made of an n conducting or p
conducting material is produced thereon; b) metal contacts
are applied to the bare surface of the other area, optionally
after the structuring of the thus produced structure, accord-
ing to a selected pattern; c) the surface of the thus produced
structure provided with metal contacts is applied to an aux-
iliary substrate by means of an adhesive; and d) other metal
contacts are applied to the thus produced structure on the
side of the former substrate after removal of areas of the
structure as far as the former metal contacts, according to
another selected pattern.

(§7) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Herstellung
einer Halbleiterschaltung mit mehreren aneinander
angeschlossenen aktiven und/oder passiven Bauelementen
auf einem Substrat, das mindestens einen p-Bereich
und einen n-Bereich umfaBt, zeichnet sich durch die
folgenden Schritte aus: a) es wird auf einem Substrat
mindestens ein p-leitender schichtartiger Bereich oder
ein n-leitender schichtartiger Bereich hergestellt und auf
diesem ein weiterer aus n-leitenden bzw. p-leitendem
Material gebildeter Bereich hergestellt, b) auf die
freiliegende Fliche des weiteren Bereichs werden,
gegebenenfalls nach Strukturierung der so hergestellte
Struktur, Metallkontakte
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nach einem ausgewi#hlten Muster angebracht, ¢) die mit den Metallkontakten versehene Fldche der so hergestellten Struktur wird
mittels eines Klebstoffes an einem Hilfssubstrat angebracht, und d) auf die so hergestellte Struktur werden auf der Seite des erstge-
nannten Substrats, nach Entfernung von Bereichen der Struktur bis zu den erstgenannten Metallkontakten, weitere Metallkontakte

nach einem weiteren ausgewihlten Muster aufgebracht.
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